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(57) 
Способ обратной литографии, включающий формирование контактной маски путем 

нанесения на подложку пленки материала контактной маски и селективного травления 
пленки, нанесение пленки рабочего материала и удаление контактной маски, отличаю-
щийся тем, что в качестве материала контактной маски используют сплав титана с цирко-
нием в соотношении 11׃, а удаление контактной маски осуществляют путем термообра-
ботки на воздухе при 250-350 °С. 
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Изобретение относится к области микроэлектроники и может быть использовано в 
производстве полупроводниковых микросхем. 

Известен способ обратной литографии, включающий нанесение на подложку пленки 
металла с коэффициентом объемного роста больше единицы, например ванадия, его анод-
ное окисление, формирование контактной маски путем селективного травления пленки 
металла, окисление пленки металла на всю толщину, нанесение рабочей пленки и удале-
ние контактной маски путем химического травления [1]. 

Недостатком данного способа является то, что диапазон материалов рабочей пленки 
ограничен и должен быть инертен по отношению к химическому травителю, неполное 
удаление маски при малых размерах, загрязнение поверхности изделия продуктами хими-
ческого травления. 

Способ обратной литографии, включающий нанесение на подложку пленки алюми-
ния, формирование контактной маски путем селективного травления пленки алюминия, 
нанесение пленки рабочего материала и удаление контактной маски [2]. 

Недостатком данного способа является ограниченный диапазон применяемых рабочих 
материалов. 

Задачей настоящего изобретения является получение технического результата, который 
выражается в понижении температуры взрыва (удаления) контактной маски, что позволит 
расширить диапазон используемых рабочих материалов вследствие критичности ряда мате-
риалов к высоким температурам, а также снижение температуры увеличивает совместимость 
материалов, имеющих различные температурные коэффициенты линейного расширения. 

Задача достигается тем, в качестве контактной маски используется сплав титана с 
цирконием в соотношении 1:1, а удаление контактной маски осуществляют путем термо-
обработки на воздухе при температуре 250…350 °С. 

Предложенный способ приводит к понижению температуры взрыва маски, а также ве-
дет к расширению диапазона используемых рабочих материалов. 

Существенными признаками, отличающими заявляемое изобретение от прототипа, 
является то, что в качестве материала контактной маски используется сплав титана с цир-
конием, которой полностью удаляется путем термической обработки в диапазоне темпе-
ратур 300-900 °С на воздухе. 

Предлагаемый метод расширяет номенклатуру используемых рабочих материалов. 
Сущность изобретения поясняется фигурой, на которой представлена схема создания 

рисунка металлизации интегральных микросхем. 
На очищенную подложку 1 (фиг. а) электронно-лучевым осаждением наносится слой 

сплава 1 Ti-Zr в соотношении 1:1, затем с помощью соответствующих литографических 
процессов создается рисунок обратной маски (фиг. b). Далее производится осаждение 
слоя рабочего материала (фиг. с), а затем производится удаление контактной маски с ле-
жащими поверх нее ненужными участками рабочего материала (фиг. d) путем термообра-
ботки на воздухе при температуре 250…350 °С. 
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